
JP 2017-195260 A 2017.10.26

10

(57)【要約】
【課題】真空吸着の際にインプリントモールドに異常変
形が生じ難く、さらにガラス屑が残留し難いガラス加工
基板の製造方法。
【解決手段】インプリントモールド用のガラス加工基板
の製造方法は、（１）相互に対向する第１および第２の
主表面を有するガラス板を準備する工程と、（２）前記
ガラス板の前記第２の主表面に、底面および該底面を取
り囲む側壁を有する凹部を形成する工程と、（３）前記
（２）の工程の前、または前記（２）の工程の後に実施
される、前記ガラス板の前記第１の主表面の、後にメサ
が形成される領域に、第１の保護層を設置する工程と、
（４）前記ガラス板の前記第２の主表面に第２の保護層
が設置された状態で、前記ガラス板をエッチング溶液に
浸漬させ、前記ガラス板をエッチングする工程と、を有
する。
【選択図】図６



(2) JP 2017-195260 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メサおよびザグリを有する、インプリントモールド用のガラス加工基板の製造方法であ
って、
　（１）相互に対向する第１および第２の主表面を有するガラス板を準備する工程と、
　（２）前記ガラス板の前記第２の主表面に、底面および該底面を取り囲む側壁を有する
凹部を形成する工程と、
　（３）前記（２）の工程の前、または前記（２）の工程の後に実施される、前記ガラス
板の前記第１の主表面の、後にメサが形成される領域に、第１の保護層を設置する工程と
、
　（４）前記ガラス板の前記第２の主表面に第２の保護層が設置された状態で、前記ガラ
ス板をエッチング溶液に浸漬させ、前記ガラス板をエッチングする工程と、
　を有する、製造方法。
【請求項２】
　前記（４）の工程では、前記凹部の前記底面は、３ｎｍ～６０μｍの厚さだけエッチン
グされる、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記（３）の工程は、
　　前記第１の主表面全体に、第１の保護層を設置する工程と、
　　前記第１の保護層の上にレジスト層のパターンを設置する工程と、
　　前記レジスト層のパターンを介して、前記第１の保護層をエッチングして、前記第１
の主表面の、後にメサが形成される領域に、前記第１の保護層を残留させる工程と、
　を有する、請求項１または２に記載の製造方法。
【請求項４】
　さらに、前記（４）の工程の後に、
　（５）前記第１の保護層を除去する工程
　を有する、請求項１乃至３のいずれか一つに記載の製造方法。
【請求項５】
　前記第２の保護層は、前記（２）の工程の後、前記ガラス板の前記凹部を除く前記第２
の主表面に設置される、請求項１乃至４のいずれか一つに記載の製造方法。
【請求項６】
　前記第２の保護層は、前記（２）の工程の前に、前記ガラス板の前記第２の主表面全体
に設置される、請求項１乃至４のいずれか一つに記載の製造方法。
【請求項７】
　メサおよびザグリを有する、インプリントモールド用のガラス加工基板の製造方法であ
って、
　（１）相互に対向する第１および第２の主表面を有するガラス板を準備する工程と、
　（２）前記ガラス板の前記第１の主表面の、後にメサが形成される領域に第１の保護層
を設置し、前記ガラス板の前記第２の主表面に第２の保護層を設置する工程と、
　（３）前記ガラス板を第１のエッチング溶液に浸漬させ、前記ガラス板をエッチングす
る工程と、
　（４）前記ガラス板の前記第２の主表面に、底面および該底面を取り囲む側壁を有する
凹部を形成する工程と、
　（５）前記ガラス板を、第２のエッチング溶液に浸漬させ、前記ガラス板を再度エッチ
ングする工程と、
　を有する、製造方法。
【請求項８】
　前記（２）の工程において、前記第２の保護層は、前記第２の主表面の、後に凹部が形
成される領域を除く部分に設置される、請求項７に記載の製造方法。
【請求項９】
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　前記（２）の工程は、
　　前記第１の主表面全体に、第１の保護層を設置する工程と、
　　前記第１の保護層の上にレジスト層のパターンを設置する工程と、
　　前記レジスト層のパターンを介して、前記第１の保護層をエッチングして、前記第１
の主表面の、後にメサが形成される領域に、前記第１の保護層を残留させる工程と、
　を有する、請求項７または８に記載の製造方法。
【請求項１０】
　前記（５）の工程では、前記凹部の底面は、３ｎｍ～６０μｍだけエッチングされる、
請求項７乃至９のいずれか一つに記載の製造方法。
【請求項１１】
　さらに、前記（３）と（４）の工程の間または前記（４）と（５）の工程の間に、
　（６）前記ガラス板の前記第１の主表面を、第３の保護層で被覆する工程、
　を有する、請求項７乃至１０のいずれか一つに記載の製造方法。
【請求項１２】
　さらに、前記（５）の工程の後に、
　（７）前記第１の保護層、および存在する場合、前記第３の保護層を除去する工程
　を有する、請求項７乃至１１のいずれか一つに記載の製造方法。
【請求項１３】
　ガラス板を有するインプリントモールド用のガラス加工基板であって、
　前記ガラス板は、相互に対向する第１および第２の主表面を有し、
　前記第１の主表面には、メサが形成されており、該メサは、突出面と、該突出面を取り
囲む側面とを有し、
　前記第２の主表面には、ザグリが形成されており、該ザグリは、ザグリ底面と、該ザグ
リ底面を取り囲むザグリ側壁とを有し、
　前記ザグリが形成された領域を除く前記第２の主表面の二乗平均粗さＲｍｓは、前記ザ
グリ底面の二乗平均粗さＲｍｓよりも小さい、ガラス加工基板。
【請求項１４】
　前記ザグリは、前記第２の主表面と前記ザグリ側壁との交差部に、Ｃ面取り部を有する
、請求項１３に記載のガラス加工基板。
【請求項１５】
　前記ザグリは、前記ザグリ側壁と前記ザグリ底面の交差部に、Ｒ面取り部を有する、請
求項１３または１４に記載のガラス加工基板。
【請求項１６】
　前記第２の主表面における前記二乗平均粗さＲｍｓは、０．０３ｎｍ以下である、請求
項１３乃至１５のいずれか一つに記載のガラス加工基板。
【請求項１７】
　前記ガラス板は、前記第２の主表面が縦１５２ｍｍ×横１５２ｍｍの寸法を有し、
　前記第２の主表面において、縦１５２ｍｍ×横１５２ｍｍの領域のうち、周囲の５ｍｍ
の幅の領域、および中心から直径６６ｍｍφの領域を除いた部分において測定された平坦
度ＴＩＲは、１．５μｍ未満である、請求項１３乃至１６のいずれか一つに記載のガラス
加工基板。
【請求項１８】
　メサおよびザグリを有するガラス加工基板と、
　少なくとも前記メサの突出面に配置された導電膜と、
　を有し、
　前記ガラス加工基板は、請求項１３乃至１７のいずれか一つに記載のガラス加工基板で
ある、マスクブランクス。
【請求項１９】
　メサおよびザグリを有するガラス加工基板と、
　前記メサの突出面に形成されたパターンと、
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　を有し、
　前記ガラス加工基板は、請求項１３乃至１７のいずれか一つに記載のガラス加工基板で
ある、インプリントモールド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラス加工基板の製造方法、ガラス加工基板、マスクブランクスおよびイン
プリントモールドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　フォトリソグラフィ法の代替技術として、インプリント法が注目されている。インプリ
ント法では、被転写基板と、所定のパターンを有するインプリントモールドとの間に、Ｕ
Ｖ硬化性樹脂のような転写材が配置される。この状態で、インプリントモールドを被転写
基板に押し付けることにより、転写材にインプリントモールドのパターンが転写される。
さらに、転写材に光（紫外線）を照射させることにより、転写材が硬化される。その後、
インプリントモールドを取り除くことにより、被加工基板の上に所望の転写材のパターン
を形成することができる。
【０００３】
　インプリント法では、インプリントモールドに設けられたパターンをそのまま被加工基
板に転写することができるため、例えばインプリントモールドに微細なパターンを形成し
ておけば、ナノスケールのような微細なパターンを被加工基板に比較的容易に転写するこ
とができる（ナノインプリント法）。
【０００４】
　通常、インプリント法に用いられるインプリントモールドは、一方の主表面の略中央に
「メサ」と呼ばれる突出部を有し、反対側の主表面の略中央に「ザグリ」と呼ばれる非貫
通孔を有する。
【０００５】
　メサの先端には、被加工基板に転写されるパターンが形成されている。従って、インプ
リントモールドのメサを、転写材を介して被加工基板に押し付けることにより、被加工基
板にパターンを転写することができる。
【０００６】
　なお、インプリントモールドのザグリは、インプリントモールドのパターンを被加工基
板に転写する際に、気泡の巻き込みを抑制するために使用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１５－２２３７８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　インプリントモールドは、通常、ガラス板から製造される。
【０００９】
　ガラス板にメサを形成する際には、以下の工程が実施される：
　（ａ）ガラス板の第１の主表面の、後のメサに対応する領域に金属層を設置する；
　（ｂ）ガラス板をエッチング溶液に浸漬させ、ガラス板をエッチングする；
　（ｃ）金属層を除去することにより、第１の主表面にメサを有するガラス板を得る。
【００１０】
　一方、ガラス板にザグリを形成する場合、ガラス板の第２の主表面の略中央部が研削お
よび研磨される。
【００１１】
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　このようなメサおよびザグリを有するガラス板は、ガラス加工基板とも称される。
【００１２】
　ところで、実際に、インプリント法により被加工基板にパターンを転写する場合、まず
、インプリントモールドが、メサを外側に向けた状態で、ステージに取り付けられる。ス
テージは、略中央部に貫通孔を有し、該貫通孔の開口の周囲にチャック部を有する。この
チャック部を用いてインプリントモールドを吸引することにより、インプリントモールド
をステージに真空吸着させることができる。
【００１３】
　ここで、従来のインプリントモールドでは、真空吸着の際に、インプリントモールドに
不規則な変形が生じる場合が生じ得る。
【００１４】
　これは、ガラス加工基板の製造過程において、ガラス板にメサを形成する際に、前述の
（ｂ）に示したようなエッチング処理が実施されているためである。すなわち、エッチン
グ処理後の第２の主表面（ザグリの部分を除く）は、比較的大きな凹凸、および／または
段差を有する傾向があり、平坦度が大きくなり易い。そのため、前述のプロセスを経て製
造されたインプリントモールドでは、第２の主表面とステージ（より具体的にはチャック
部）との間に良好な接触状態が得られず、真空吸着の際にインプリントモールドに不規則
な変形（以下、異常変形ともいう。）が生じ得る。
【００１５】
　このようなインプリントモールドの異常変形は、メサの異常変形につながる可能性があ
り、その場合、被加工基板に転写パターンを高精度に転写することが難しくなるおそれが
ある。特に、ナノインプリント法では、ナノオーダーの極めて微細なパターンを被加工基
板に転写する必要があり、メサの僅かの変形でも、パターンの精度は大きく低下してしま
う。
【００１６】
　なお、特許文献１に記載のガラス加工基板の製造方法では、ガラス板の第１の主表面に
メサを形成するエッチング処理の際に、ガラス板の第２の主表面全体が被覆される。この
場合、ガラス板の第２の主表面は、エッチング溶液に晒されず、上記問題は生じない可能
性がある。
【００１７】
　しかしながら、特許文献１に記載のガラス加工基板の製造方法では、ガラス板のエッチ
ング処理を経ないため、ザグリを形成する際に生じ得るガラス屑や研磨スラリーが、ガラ
ス加工基板に残留するおそれがある。そのようなガラス屑は、ガラス加工基板さらにはイ
ンプリントモールドを損傷させたり、インプリントプロセス中に脱落して、被加工基板の
品質を低下させたりするおそれがある。
【００１８】
　従って、特許文献１の方法は、前述の問題を解決する有効な対処法とは言えない。
【００１９】
　本発明は、このような背景に鑑みなされたものであり、本発明では、真空吸着の際に、
インプリントモールドに異常変形が生じ難く、さらにガラス屑が残留し難いガラス加工基
板の製造方法を提供することを目的とする。また、本発明では、そのようなガラス加工基
板、さらにはそのようなガラス基板を有するマスクブランクスおよびインプリントモール
ドを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明では、メサおよびザグリを有する、インプリントモールド用のガラス加工基板の
製造方法であって、
　（１）相互に対向する第１および第２の主表面を有するガラス板を準備する工程と、
　（２）前記ガラス板の前記第２の主表面に、底面および該底面を取り囲む側壁を有する
凹部を形成する工程と、
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　（３）前記（２）の工程の前、または前記（２）の工程の後に実施される、前記ガラス
板の前記第１の主表面の、後にメサが形成される領域に、第１の保護層を設置する工程と
、
　（４）前記ガラス板の前記第２の主表面に第２の保護層が設置された状態で、前記ガラ
ス板をエッチング溶液に浸漬させ、前記ガラス板をエッチングする工程と、
　を有する、製造方法が提供される。
【００２１】
　また、本発明では、メサおよびザグリを有する、インプリントモールド用のガラス加工
基板の製造方法であって、
　（１）相互に対向する第１および第２の主表面を有するガラス板を準備する工程と、
　（２）前記ガラス板の前記第１の主表面の、後にメサが形成される領域に第１の保護層
を設置し、前記ガラス板の前記第２の主表面に第２の保護層を設置する工程と、
　（３）前記ガラス板を第１のエッチング溶液に浸漬させ、前記ガラス板をエッチングす
る工程と、
　（４）前記ガラス板の前記第２の主表面に、底面および該底面を取り囲む側壁を有する
凹部を形成する工程と、
　（５）前記ガラス板を、第２のエッチング溶液に浸漬させ、前記ガラス板を再度エッチ
ングする工程と、
　を有する、製造方法が提供される。
【００２２】
　また、本発明では、ガラス板を有するインプリントモールド用のガラス加工基板であっ
て、
　前記ガラス板は、相互に対向する第１および第２の主表面を有し、
　前記第１の主表面には、メサが形成されており、該メサは、突出面と、該突出面を取り
囲む側面とを有し、
　前記第２の主表面には、ザグリが形成されており、該ザグリは、ザグリ底面と、該ザグ
リ底面を取り囲むザグリ側壁とを有し、
　前記ザグリが形成された領域を除く前記第２の主表面の二乗平均粗さＲｍｓは、前記ザ
グリ底面の二乗平均粗さＲｍｓよりも小さい、ガラス加工基板が提供される。
【００２３】
　また、本発明では、
　メサおよびザグリを有するガラス加工基板と、
　少なくとも前記メサの突出面に配置された導電膜と、
　を有し、
　前記ガラス加工基板は、前述のような特徴を有するガラス加工基板である、マスクブラ
ンクスが提供される。
【００２４】
　さらに、本発明では、
　メサおよびザグリを有するガラス加工基板と、
　前記メサの突出面に形成されたパターンと、
　を有し、
　前記ガラス加工基板は、前述のような特徴を有するガラス加工基板である、インプリン
トモールドが提供される。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明では、真空吸着の際に、インプリントモールドに異常変形が生じ難く、さらにガ
ラス屑や研磨スラリーが残留し難いガラス加工基板の製造方法を提供することができる。
また、本発明では、そのようなガラス加工基板、さらにはそのようなガラス基板を有する
マスクブランクスおよびインプリントモールドを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２６】
【図１】一般的なインプリントモールドの平面図である。
【図２】図１に示したインプリントモールドのＩ－Ｉ線に沿った断面図である。
【図３】従来のインプリントモールドを用いて被加工基板にパターンを転写する、インプ
リント法の一工程を模式的に示した図である。
【図４】従来のインプリントモールドを用いて被加工基板にパターンを転写する、インプ
リント法の一工程を模式的に示した図である。
【図５】従来のインプリントモールドの製造方法の一工程を概略的に示した図である。
【図６】本発明の一実施形態によるガラス加工基板の製造方法のフローを概略的に示した
図である。
【図７】図６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図８】図６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図９】図６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図１０】図６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図１１】図６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図１２】図６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図１３】図６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図１４】図６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図１５】図６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図１６】本発明の一実施形態による別のガラス加工基板の製造方法のフローを概略的に
示した図である。
【図１７】図１６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図１８】図１６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図１９】図１６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図２０】図１６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図２１】図１６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図２２】図１６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図２３】図１６に示した製造方法における各工程を模式的に示した図である。
【図２４】本発明の一実施形態によるガラス加工基板の断面を模式的に示した図である。
【図２５】サンプルの表面粗さの測定位置を概略的に示した図である。
【図２６】サンプルの表面粗さの測定位置を概略的に示した図である。
【図２７】サンプルの表面粗さの測定位置を概略的に示した図である。
【図２８】サンプルの表面粗さの測定位置を概略的に示した図である。
【図２９】サンプルの第２の主表面における平坦度の第１の測定対象領域を模式的に示し
た図である。
【図３０】サンプルの第２の主表面における平坦度の第２の測定対象領域を模式的に示し
た図である。
【図３１】サンプルの第２の主表面における平坦度の第３の測定対象領域を模式的に示し
た図である。
【図３２】サンプルの第２の主表面における平坦度の第４の測定対象領域を模式的に示し
た図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の一実施形態について説明する。
【００２８】
　まず、本願に使用される用語について説明する。
【００２９】
　本願では、「メサ」および「ザグリ」を有するガラス板を、「ガラス加工基板」と称す
る。「メサ」および「ザグリ」は、それぞれ、ガラス板に形成された突出部および非貫通
孔を意味する。「ガラス加工基板」は、ガラス板の第１の主表面にメサを形成し、第１の
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主表面とは反対側の第２の主表面にザグリを形成することにより製造される。
【００３０】
　なお、ガラス加工基板の第１の主表面には、少なくともメサの突出面を覆うように導電
膜が配置されても良い。そのような導電膜を有するガラス加工基板は、特に「マスクブラ
ンクス」とも称される。
【００３１】
　ガラス加工基板において、メサの突出面に所望のパターンを形成することにより、「イ
ンプリントモールド」が製造できる。製造された「インプリントモールド」は、前述のよ
うなインプリント法においてモールドとして使用することができる。
【００３２】
　図１には、従来の一般的なインプリントモールドの平面図を示す。また、図２には、図
１に示したインプリントモールドのＩ－Ｉ線に沿った断面図を示す。
【００３３】
　図１および図２に示すように、インプリントモールド１（以下、単に「モールド１」と
称する）は、ガラス板１０から構成される。ガラス板１０は、第１の主表面１２および第
２の主表面１４を有する。
【００３４】
　ガラス板１０の第１の主表面１２の略中央部には、メサ２０が形成されており、ガラス
板１０の第２の主表面１４の略中央部には、ザグリ５０が形成されている。従って、この
ガラス板１０は、「ガラス加工基板」と呼ぶこともできる。なお、メサ２０の突出面２２
には、所定のパターン８０が形成されている。
【００３５】
　このような構成のモールド１は、インプリント法に利用される。以下、図３および図４
を参照して、モールド１の具体的な使用例について説明する。
【００３６】
　図３および図４には、インプリント法において、モールド１を用いて、被加工基板にパ
ターンを転写する様子を模式的に示す。
【００３７】
　図３に示すように、インプリント法では、まず、被加工基板９０の表面９２に、転写材
９４が設置される。また、被加工基板９０の表面９２の側に、転写材９４を介して、モー
ルド１が配置される。モールド１は、第１の主表面１２が被加工基板９０の表面９２と対
面するように配置される。
【００３８】
　次に、図３に示すように、モールド１を、メサ２０が凸状となるように変形（湾曲）さ
せた状態で、被加工基板９０に接近させ、メサ２０のパターン８０を転写材９４に接触さ
せる。そして、モールド１の被加工基板９０との接触領域を、メサ２０の中心部分から徐
々に周囲に広げていく。
【００３９】
　これは、通常、モールド１の変形が徐々に緩和されるように、モールド１を被加工基板
９０に押し付けることにより、実施される。これにより、前記接触領域から外方に向かっ
て気泡が移動するため、気泡が外部に抜けやすくなり、最終的に、転写材９４中に含まれ
る残留気泡を低減することができる。
【００４０】
　図４に示すように、最終的には、モールド１は、完全に平坦な状態（変形のない状態）
で、転写材９４を介して被加工基板９０の上に配置される。
【００４１】
　その後、転写材９４が硬化処理される。通常、転写材９４は、ＵＶ硬化性樹脂で構成さ
れる。このため、図４に示した状態で、モールド１を介して、転写材９４に紫外線を照射
することにより、転写材９４を硬化させることができる。その後、モールド１が取り外さ
れる。
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【００４２】
　このようなインプリント法より、モールド１のメサ２０のパターン８０を、被加工基板
９０の表面９２に転写することができる。
【００４３】
　（従来のインプリント用モールドの製造方法）
　次に、図１および図２に示したような、従来のモールド１の製造方法について簡単に説
明する。
【００４４】
　従来のモールド１の製造方法（以下、単に「従来の製造方法」という）は、
　（１）ガラス板の第１の主表面にメサを形成する工程と、
　（２）ガラス板の第２の主表面にザグリを形成する工程と、
　により、製造される。
【００４５】
　このうち、（２）の工程は、例えば、ガラス板の第２の主表面の略中央部分を略円柱形
状に研削し、その後、この円柱部分を研磨することにより実施される。
【００４６】
　一方、（１）の工程は、
　ガラス板の第１の主表面の、後にメサが形成される部分に金属層を形成する工程と、
　ガラス板をエッチング溶液に浸漬させ、ガラス板をエッチングする工程と、
　金属層を除去することにより、第１の主表面にメサを形成する工程と、
　を含む。
【００４７】
　以下、図５を参照して、前記（１）のメサを形成する工程について、より詳しく説明す
る。
【００４８】
　図５には、メサを形成する際に実施される各工程を模式的に示す。
【００４９】
　まず、図５（１）に示すように、ガラス板１０が準備される。ガラス板１０は、第１の
主表面１２および第２の主表面１４を有する。なおこの例では、第２の主表面１４には、
前述の（２）の工程により、既にザグリ５０が形成されている。
【００５０】
　次に、図５（２）に示すように、ガラス板１０の第１の主表面１２に、金属層３０が設
置される。金属層３０は、例えば、金属クロムのような材料で構成される。また、金属層
３０の上に、レジスト層３２が設置される。
【００５１】
　次に、一般的なフォトリソグラフィ法により、レジスト層３２のパターンが形成される
。また、レジスト層を介して、金属層３０がエッチング処理される。
【００５２】
　これにより、図５（３）に示すように、ガラス板１０の第１の主表面１２の略中央に、
レジスト層３２および下側の金属層３０の残存部３５が形成される。換言すれば、レジス
ト層３２および金属層３０は、それぞれ、ガラス板１０の第１の主表面１２の略中央部分
に残存する残留レジスト層３２ａおよび残留金属層３０ａ以外の部分が除去される。その
後、残存部３５の残留レジスト層３２ａは、除去されても良い。
【００５３】
　次に、図５（４）に示すように、残留金属層３０ａを有するガラス板１０が、エッチン
グ溶液４０に浸漬される。このエッチング処理により、残留金属層３０ａで覆われていな
いガラス板１０の領域がエッチングされる。
【００５４】
　例えば、図５（５）に示すように、残留金属層３０ａの下側部分を除くガラス板１０の
第１の主表面１２は、第１のエッチング主表面１２ａとなり、ガラス板１０の第２の主表
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面１４は、第２のエッチング主表面１４ａとなる。
【００５５】
　ここで、図５（５）に示すように、このエッチング処理後に得られる第１のエッチング
主表面１２ａは、元の第１の主表面１２（図５（５）において破線で示されている）に比
べて高さレベルが低下する。その結果、ガラス板１０第１のエッチング主表面１２ａに、
残留金属層３０ａで覆われたメサ２０が形成される。
【００５６】
　次に、図５（６）に示すように、メサ２０における残留金属層３０ａが除去される。こ
れにより、ガラス板１０の第１のエッチング主表面１２ａに、突出面２２および側面２４
を有するメサ２０が得られる。すなわち、ガラス加工基板６０が製造される。
【００５７】
　その後は、得られたガラス加工基板６０において、メサ２０の突出面２２に所望のパタ
ーンを形成することにより、図１および図２に示したようなモールド１が形成される。
【００５８】
　ところで、実際に、インプリント法により被加工基板９０にパターンを転写する場合、
まず、モールド１が、メサ２０を外側に向けた状態（すなわち第２のエッチング主表面１
４ａを内側にした状態）で、ステージに取り付けられる。ステージは、略中央に貫通孔を
有し、該貫通孔の周囲にチャック部を有する。このチャック部を用いてモールド１を吸引
することにより、モールド１をステージに真空吸着させることができる。
【００５９】
　ここで、従来のモールド１では、真空吸着の際にモールド１に異常変形が生じる場合が
生じ得る。
【００６０】
　これは、従来の製造方法では、ガラス板１０にメサ２０を形成する際に、前述のような
エッチング処理が実施されるためである。すなわち、エッチング処理後に得られる第２の
エッチング主表面１４ａは、比較的大きな凹凸および／または段差を有し、従って平坦度
ＴＩＲ（Ｔｏｔａｌ　Ｉｎｄｉｃａｔｅｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ）が悪化した状態にある。そ
のため、前述のようなプロセスを経て製造されたモールド１では、第２のエッチング主表
面１４ａとステージ（より具体的にはチャック部）との間に良好な接触状態が得られず、
真空吸着の際にモールド１に異常変形が生じてしまう。ここで、平坦度ＴＩＲは、最小二
乗平面を基準とした際の最高点と最低点の距離の合計を表す。
【００６１】
　このようなステージ設置の際のモールド１の異常変形は、メサ２０の変形（例えば、ね
じれなど）につながる可能性がある。そして、メサ２０にそのような変形が生じると、被
加工基板９０に転写パターンを高精度に転写することが難しくなるおそれがある。特に、
ナノインプリント法では、ナノオーダーの極めて微細なパターンを被加工基板に転写する
必要があり、メサ２０の僅かの変形でも、パターンの精度は大きく低下してしまう。
【００６２】
　なお、前述の特許文献１に記載のモールドの製造方法では、メサを形成するエッチング
処理の際に、ガラス板のザグリを含む第２の主表面全体が被覆される。この場合、ガラス
板の第２の主表面は、エッチング溶液に晒されず、従って上記問題は生じない可能性があ
る。
【００６３】
　しかしながら、特許文献１に記載のモールドの製造方法では、メサの形成の際にガラス
板のザグリ部分がエッチング処理されない。このため、ザグリを形成した際に生じたガラ
ス屑および研磨スラリー等の異物は、ガラス加工基板さらにはモールドに、そのまま残留
するおそれがある。そのような異物は、その後の工程でガラス加工基板およびモールドを
損傷させたり、インプリントプロセス中にモールドから脱落して、被加工基板の品質を低
下させたりするおそれがある。
【００６４】
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　従って、特許文献１の方法は、真空吸着の際のモールドの異常変形を抑制する、有効な
対処法とは言えない。
【００６５】
　これに対して、本発明では、後に詳しく説明するように、製造過程で異物が残留し難い
上、ステージとの真空吸着の際にメサに異常変形が生じ難い、インプリントモールド用の
ガラス加工基板の製造方法を提供することが可能になる。
【００６６】
　（本発明の一実施形態によるガラス加工基板の製造方法）
　次に、図６～図１５を参照して、本発明の一実施形態によるガラス加工基板の製造方法
の一例について説明する。
【００６７】
　図６には、本発明の一実施形態によるガラス加工基板の製造方法（以下、「第１の製造
方法」と称する）のフローを概略的に示す。また、図７～図１５には、第１の製造方法に
おける各工程を模式的に示す。
【００６８】
　図６に示すように、第１の製造方法は、
　（１）相互に対向する第１および第２の主表面を有するガラス板を準備する工程（工程
Ｓ１１０）と、
　（２）前記ガラス板の前記第２の主表面に凹部を形成する工程（工程Ｓ１２０）と、
　（３）前記ガラス板の前記第１の主表面の、後にメサが形成される領域に、第１の保護
層を設置する工程（工程Ｓ１３０）と、
　（４）前記ガラス板の前記第２の主表面に第２の保護層が設置された状態で、前記ガラ
ス板をエッチング溶液に浸漬させ、前記ガラス板をエッチングする工程（工程Ｓ１４０）
と、
　（５）前記第１の保護層を除去する工程（工程Ｓ１５０）と、
　を有する。
【００６９】
　なお、工程Ｓ１３０は、必ずしも工程Ｓ１２０の後に実施される必要はなく、例えば、
工程Ｓ１３０は、工程Ｓ１２０の前に実施されても良い。また、工程Ｓ１５０は、省略さ
れても良い。
【００７０】
　以下、図７～図１５を参照して、各工程について説明する。
【００７１】
　（工程Ｓ１１０）
　まず、ガラス加工基板の素材となるガラス板が準備される。
【００７２】
　図７には、ガラス板の斜視図の一例を概略的に示す。
【００７３】
　図７に示すように、ガラス板１１０は、相互に対向する第１の主表面１１２および第２
の主表面１１４を有する。また、ガラス板１１０は、第１の主表面１１２と第２の主表面
１１４を接続する側端面１１６を有する。
【００７４】
　ガラス板１１０の組成は、特に限られない。ガラス板１１０は、例えば石英ガラスで構
成されても良い。
【００７５】
　また、図７に示した例では、ガラス板１１０は、略矩形状である。しかしながら、これ
は単なる一例であって、ガラス板１１０の形状は、特に限られない。
【００７６】
　ガラス板１１０は、第１の主表面１１２および第２の主表面１１４が研磨された状態で
、提供されても良い。例えば、第１の主表面１１２は、１５ｎｍ～１３５０ｎｍの平坦度
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ＴＩＲ、および／または０．００１ｎｍ～０．０３ｎｍの二乗平均粗さＲｍｓを有しても
良い。第２の主表面についても同様である。
【００７７】
　ここで、第１の主表面１１２の平坦度ＴＩＲは、第１の主表面１１２の略中央における
１４２ｍｍ×１４２ｍｍの領域を最小二乗平面の基準としたときの値である。
【００７８】
　（工程Ｓ１２０）
　次に、図８に示すように、ガラス板１１０の第２の主表面１１４に凹部１４５が形成さ
れる。
【００７９】
　凹部１４５は、ガラス板１１０の第２の主表面１１４の略中央に形成される。凹部１４
５は、底面１４７と、該底面１４７を取り囲む側壁１４９とを有する。通常の場合、凹部
１４５は、略円柱状または略四角柱状の形状を有する。
【００８０】
　凹部１４５は、例えば、ガラス板１１０の第２の主表面１１４を研削処理し、さらに研
磨処理することにより形成される。
【００８１】
　研削処理工程は、研削液を供給しながら、砥石でガラス板１１０を研削することにより
実施される。砥石は、粒度の異なる複数のものを用意し、徐々に粒度を細かくして、研削
しても良い。研磨処理工程は、研磨スラリーを供給しながら、研磨パッドを用いて、ガラ
ス板１１０を研磨することにより実施される。
【００８２】
　この段階において、凹部１４５の底面１４７は、通常、第２の主表面１１４よりも大き
な二乗平均粗さＲｍｓ、および第２の主表面１１４よりも大きな平坦度ＴＩＲを有する。
例えば、凹部１４５の底面１４７は、０．０３ｎｍ～１ｎｍの範囲の二乗平均粗さＲｍｓ
を有しても良い。また、凹部１４５の底面１４７は、１．５μｍ～２０μｍの範囲の平坦
度ＴＩＲを有しても良い。
【００８３】
　ここで、凹部１４５の底面１４７の平坦度ＴＩＲは、底面１４７の略中央における６２
ｍｍφの領域を最小二乗平面の基準としたときの値である。
【００８４】
　なお、図８には示されていないが、凹部１４５は、第２の主表面１１４の開口部、すな
わち第２の主表面１１４と側壁１４９の交差部に、Ｃ面取り部を有しても良い。また、凹
部１４５は、底面１４７と側壁１４９の交差部に、Ｒ面取り部を有しても良い。
【００８５】
　なお、この凹部１４５は、後述する工程Ｓ１４０の後にザグリとなる。換言すれば、凹
部１４５は、後にこの部分がザグリを構成するように、形状および寸法が定められる。
【００８６】
　（工程Ｓ１３０）
　次に、ガラス板１１０の第１の主表面１１２の略中央部分に、第１の保護層が配置され
る。以下、図９～図１１を参照して、この工程Ｓ１３０について詳しく説明する。
【００８７】
　まず、図９に示すように、ガラス板１１０の第１の主表面１１２の全体を覆うように、
第１の保護層１３０が設置される。
【００８８】
　第１の保護層１３０を構成する材料は、以降のエッチング処理（工程Ｓ１４０参照）の
際にガラス板１１０を保護することができる材料である限り、特に限られない。
【００８９】
　第１の保護層１３０は、クロムを含む材料、例えば、金属クロム、クロム窒化物、クロ
ム酸化物、クロム炭化物、クロム炭窒化物、クロム酸窒化物、およびクロム炭窒化物の少
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なくとも一つを含んでも良い。
【００９０】
　また、第１の保護層１３０は、モリブデンを含む材料、例えば、金属モリブデン、モリ
ブデン窒化物、モリブデン酸化物、モリブデン炭化物、モリブデン炭窒化物、モリブデン
酸窒化物、およびモリブデン炭窒化物の少なくとも一つを含んでも良い。
【００９１】
　また、第１の保護層１３０は、タンタルを含む材料、例えば、ＴａＨｆ，ＴａＺｒ、お
よびＴａＨｆＺｒなどの化合物の少なくとも一つを含んでも良い。
【００９２】
　また、第１の保護層１３０は、タンタルの化合物に、Ｂｅ、Ｇｅ、Ｎｂ、Ｓｉ、Ｃ、お
よび／またはＮ等が添加された材料で構成されても良い。
【００９３】
　また、第１の保護層１３０は、金、アルミニウム、鉄、亜鉛、チタン、およびタングス
テンの少なくとも一つを含んでも良い。
【００９４】
　なお、第１の保護層１３０は、単層であっても、複数の層で構成されても良い。
【００９５】
　第１の保護層１３０を形成する方法は、特に限られない。第１の保護層１３０は、例え
ば、スパッタ法、蒸着法、化学気相成膜（ＣＶＤ）法、または原子層成膜（ＡＬＤ）法に
より、形成されても良い。
【００９６】
　第１の保護層１３０の厚さは、特に限られないが、例えば、１０ｎｍ～１０μｍの範囲
である。
【００９７】
　次に、図１０に示すように、第１の保護層１３０の上に、レジスト層１３２が設置され
る。
【００９８】
　レジスト層１３２は、特に限られない。レジスト層１３２としては、従来から使用され
ているものを適用することができる。また、レジスト層１３２を設置する方法は、特に限
られない。レジスト層１３２は、例えば、スピンコータまたはスプレーコータにより、第
１の保護層１３０の上に設置しても良い。
【００９９】
　レジスト層１３２の厚さは、特に限られないが、例えば、１００ｎｍ～５μｍの範囲で
ある。
【０１００】
　次に、一般的なフォトリソグラフィ法により、レジスト層１３２のパターンが形成され
る。この工程には、例えば、ステッパー、アライナー、レーザ描画装置、または電子線描
画装置を用いても良い。
【０１０１】
　次に、レジスト層１３２を介して第１の保護層１３０がエッチング処理される。第１の
保護層１３０がクロムを含む場合、エッチング溶液として、例えば、クロムのエッチャン
トとして知られる、硝酸セリウム（ＩＶ）アンモニウム溶液が使用されても良い。
【０１０２】
　これにより、図１１に示すように、ガラス板１１０の第１の主表面１１２の略中央部分
に、レジスト層１３２および下側の第１の保護層１３０を有する残存部１３５が形成され
る。換言すれば、レジスト層１３２および第１の保護層１３０は、それぞれ、ガラス板１
１０の第１の主表面１１２の略中央部分に残存する残留レジスト層１３２ａおよび残留保
護層１３０ａの部分を除いて除去される。
【０１０３】
　その後、残留レジスト層１３２ａは、選択的に除去されても良い。
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【０１０４】
　なお、本工程の実施後には、ガラス板１１０の第１の主表面は、本工程の実施前の状態
から幾分変化している可能性がある。しかしながら、説明の簡略化のため、ここでは、こ
の工程によって得られる第１の主表面も、同じ参照符号「１１２」で表すことにする。
【０１０５】
　このような工程を経て、ガラス板１１０第１の主表面１１２の略中央部分に、第１の保
護層１３０（残留保護層１３０ａ）を配置することができる。
【０１０６】
　なお、前述のように、この工程Ｓ１３０は、必ずしも、工程Ｓ１２０の後に実施される
必要はない。例えば、工程Ｓ１３０は、工程Ｓ１２０の前に実施されても良い。
【０１０７】
　（工程Ｓ１４０）
　次に、図１２に示すように、ガラス板１１０の第２の主表面１１４の凹部１４５を除く
部分に、第２の保護層１３１が設置される。
【０１０８】
　第２の保護層１３１は、前述の第１の保護層１３０と同様の材料で構成されても良い。
また、第２の保護層１３１は、前述の第１の保護層１３０と同様の方法で設置されても良
い。
【０１０９】
　第２の保護層１３１の厚さは、特に限られないが、例えば、１００ｎｍ～１０ｍｍの範
囲である。
【０１１０】
　なお、第２の保護層１３１の設置は、必ずしもこの段階で実施される必要はなく、第２
の保護層１３１の設置は、本工程Ｓ１４０においてガラス板１１０をエッチング処理する
前の、いかなる段階で実施されても良い。
【０１１１】
　例えば、第２の保護層１３１の設置は、工程Ｓ１２０の前に実施されても良い。この場
合、第２の保護層１３１は、ガラス板１１０の第２の主表面１１４全体に設置され、工程
Ｓ１２０の後に、凹部１４５を除く第２の主表面１１４に、第２の保護層１３１が残留し
ても良い。
【０１１２】
　あるいは、第２の保護層１３１の設置は、工程Ｓ１２０と工程Ｓ１３０の間で実施され
ても良い。
【０１１３】
　次に、図１３に示すように、残留保護層１３０ａおよび第２の保護層１３１を有するガ
ラス板１１０が、エッチング溶液１４０に浸漬される。
【０１１４】
　エッチング溶液１４０は、ガラスのエッチングに用いられる一般的なものが用いられる
。例えば、フッ化水素酸、フッ化水素酸とフッ化アンモニウムの混合溶液、フッ化水素酸
と硝酸または塩酸との混合溶液、アルカリ系洗剤、水酸化ナトリウム水溶液と水酸化アル
カリ金属を含む水酸化アルカリ金属水溶液、ＡＰＭ（水酸化アンモニウムと過酸化水素水
と水の混合水溶液）などが用いられる。アルカリ系洗剤の具体例としては、例えば、花王
株式会社製のサンウォッシュ（登録商標）が挙げられる。
【０１１５】
　エッチング液としては、管理や制御、エッチングレートの速さ、コストの観点から、好
ましくは、フッ化水素酸、フッ化水素酸とフッ化アンモニウムの混合溶液、フッ化水素酸
と硝酸または塩酸との混合溶液が好ましい。いずれの場合も、フッ化水素酸の濃度は例え
ば０．０１質量％～２５質量％である。
【０１１６】
　エッチング液の液温は、例えば１０℃～７０℃、好ましくは１５℃～２５℃である。エ
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ッチング液の液温が低すぎると、エッチングレートの速さが遅く、生産性が悪い。一方、
エッチング液の液温が高過ぎると、水分が揮発するため、濃度管理が難しい。
【０１１７】
　このエッチング処理により、残留保護層１３０ａおよび第２の保護層１３１で覆われて
いないガラス板１１０の露出面がエッチングされる。
【０１１８】
　例えば、図１４に示すように、ガラス板１１０の残留保護層１３０ａの下側部分を除く
第１の主表面１１２は、エッチング主表面１１２ａとなる。また、ガラス板１１０の凹部
１４５の底面１４７は、エッチング底面１４７ａとなり、側壁１４９は、エッチング側壁
１４９ａとなる。
【０１１９】
　これにより、凹部１４５がザグリ１５０となる。すなわち、ガラス板１１０の第２の主
表面１１４に、エッチング底面１４７ａおよびエッチング側壁１４９ａを有するザグリ１
５０が得られる。
【０１２０】
　凹部１４５の底面１４７のエッチング量は、特に限られないが、例えば、３ｎｍ～６０
μｍの範囲であっても良い。エッチング量が３ｎｍを下回ると、ガラス板１１０（特に凹
部１４５）に付着している異物が十分に除去できない場合がある。また、エッチング量が
６０μｍを超えると、ザグリ１５０のエッチング底面１４７ａの荒れが無視できなくなる
おそれがある。
【０１２１】
　また、図１４に示すように、このエッチング処理後に得られるエッチング主表面１１２
ａは、元の第１の主表面１１２（図１４において破線で示されている）に比べて、高さレ
ベルが低下する。その結果、ガラス板１１０のエッチング主表面１１２ａに、残留保護層
１３０ａで覆われたメサ１２０が形成される。
【０１２２】
　ここで、ガラス板１１０の第２の主表面１１４は、第２の保護層１３１で覆われている
ため、このエッチング工程を実施しても、第２の主表面１１４は、エッチングされない。
従って、第１の製造方法では、ガラス板１１０の第２の主表面１１４の二乗平均粗さＲｍ
ｓおよび平坦度ＴＩＲを、エッチング処理後にも所望の範囲に維持することが可能となる
。
【０１２３】
　また、前述の工程Ｓ１２０においてガラス板１１０に凹部１４５を形成した際に、仮に
ガラス板１１０にガラス屑および研磨スラリー等の異物が残留していたとしても、そのよ
うな異物は、このエッチング工程において除去される。
【０１２４】
　ここで、第２の主表面１１４の平坦度ＴＩＲは、第２の主表面１１４の略中央における
１４２ｍｍ×１４２ｍｍの領域から、凹部１４５およびその周囲１ｍｍの領域を除いた部
分を最小二乗平面の基準としたときの値である。
【０１２５】
　（工程Ｓ１５０）
　次に、図１５に示すように、残留保護層１３０ａが除去される。これにより、ガラス板
１１０のエッチング主表面１１２ａに、突出面１２２および側面１２４を有するメサ１２
０が得られる。また、これにより、メサ１２０およびザグリ１５０を有するガラス加工基
板１６０が製造される。
【０１２６】
　なお、この段階において、第２の保護層１３１は、ガラス加工基板１６０から除去して
も、除去しなくても良い。
【０１２７】
　特に、第２の保護層１３１が金属で構成される場合、そのような第２の保護層１３１は
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、ガラス加工基板１６０、さらにはこれから得られるマスクブランクスまたはインプリン
トモールドをステージ等に保持する際に、静電チャック用の膜として利用することができ
る。
【０１２８】
　また、必要な場合、得られたガラス加工基板１６０において、少なくともメサ１２０の
突出面１２２を覆うように、導電膜を設置しても良い。これにより、インプリント用のマ
スクブランクスが製造される。
【０１２９】
　あるいは、メサ１２０の突出面１２２に、所望のパターンを形成しても良い。これによ
り、インプリントモールドが製造される。
【０１３０】
　このような第１の製造方法では、工程Ｓ１４０のエッチング工程において、第２の主表
面１１４は、エッチングされない。そのため、第１の製造方法では、ガラス板１１０の第
２の主表面１１４の二乗平均粗さＲｍｓおよび平坦度ＴＩＲを所望の値に維持することが
可能となる。
【０１３１】
　従って、第１の製造方法で製造されるガラス加工基板をインプリントモールドとして適
用した場合、ステージとの真空吸着の際にメサに異常変形が生じるという問題を、有意に
抑制することができる。
【０１３２】
　また、第１の製造方法では、前述のように、凹部１４５を形成する際に生じた異物は、
ステップＳ１４０のエッチング工程において除去される。このため、残留異物によって、
製造されるガラス加工基板、さらにはマスクブランクスおよびインプリントモールドが、
その後の工程で損傷を受けるという問題を有意に軽減または回避することが可能となる。
さらに、インプリントプロセス中にインプリントモールドから残留異物が脱落して、被加
工基板の品質が低下するという問題も、有意に軽減または回避することが可能となる。
【０１３３】
　以上、図６～図１５を参照して、第１の製造方法について説明した。しかしながら、以
上の記載は、単なる一例に過ぎず、いくつかのまたは全ての工程において、修正または変
更等がなされても良い。
【０１３４】
　例えば、前述の工程Ｓ１４０では、第２の保護層１３１は、ガラス板１１０の第２の主
表面１１４のみに設置される。しかしながら、この工程において、第２の保護層１３１は
、さらに、ガラス板１１０の側端面１１６に設置されても良い。
【０１３５】
　この他にも各種変更および修正が可能である。
【０１３６】
　（本発明の一実施形態による別のガラス加工基板の製造方法）
　次に、図１６～図２３を参照して、本発明の一実施形態による別のガラス加工基板の製
造方法の一例について説明する。
【０１３７】
　図１６には、本発明の一実施形態による別のガラス加工基板の製造方法（以下、「第２
の製造方法」と称する）のフローを概略的に示す。また、図１７～２３には、第２の製造
方法における各工程を模式的に示す。
【０１３８】
　図１６に示すように、第２の製造方法は、
　（１）相互に対向する第１および第２の主表面を有するガラス板を準備する工程（工程
Ｓ２１０）と、
　（２）前記ガラス板の前記第１の主表面の、後にメサが形成される領域に第１の保護層
を設置し、前記ガラス板の前記第２の主表面に第２の保護層を設置する工程（工程Ｓ２２
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０）と、
　（３）前記ガラス板を第１のエッチング溶液に浸漬させ、前記ガラス板をエッチングす
る工程（工程Ｓ２３０）と、
　（４）前記ガラス板の前記第２の主表面に、凹部を形成する工程（工程Ｓ２４０）と、
　（５）前記ガラス板を、第２のエッチング溶液に浸漬させ、前記ガラス板を再度エッチ
ングする工程（工程Ｓ２５０）と、
　を有する。
【０１３９】
　以下、図１７～図２３を参照して、各工程について説明する。
【０１４０】
　（工程Ｓ２１０）
　まず、ガラス加工基板の素材となるガラス板が準備される。なお、この工程は、前述の
第１の製造方法における工程Ｓ１１０と同様である。そのため、ここでは、詳細な説明を
省略する。
【０１４１】
　（工程Ｓ２２０）
　次に、図１７に示すように、ガラス板１１０の第１の主表面１１２に、第１の保護層１
７０が設置される。また、ガラス板１１０の第２の主表面１１４に、第２の保護層１７１
が設置される。
【０１４２】
　第１の保護層１７０は、第１の主表面１１２の、後にメサが形成される領域に設置され
る。これに対して、第２の保護層１７１は、第２の主表面１１４の全面に設置される。
【０１４３】
　第１の保護層１７０を構成する材料は、後の工程Ｓ２３０におけるエッチング処理の際
に、ガラス板１１０を保護することができる材料である限り、特に限られない。また、第
２の保護層１７１を構成する材料は、後の工程Ｓ２３０および工程Ｓ２５０におけるエッ
チング処理の際に、ガラス板１１０を保護することができる材料である限り、特に限られ
ない。
【０１４４】
　第１の保護層１７０は、前述の第１の製造方法における第１の保護層１３０と同様の材
料で構成されても良い。また、第２の保護層１７１は、前述の第１の製造方法における第
２の保護層１３１と同様の材料で構成されても良い。なお、第１の保護層１７０と第２の
保護層１７１は、同様の材料で構成されても良い。
【０１４５】
　第１の保護層１７０および第２の保護層１７１の形成方法は、特に限られない。これら
は、それぞれ、例えば、前述の第１の製造方法における第１の保護層１３０および第２の
保護層１３１と同様の方法で形成されても良い。
【０１４６】
　例えば、第１の保護層１７０は、前述の第１の製造方法における工程Ｓ１３０のように
、ガラス板１１０の第１の主表面１１２全体に所定の材料層を成膜した後、この材料層の
上に、フォトリソグラフィ法によりパターン化されたレジスト層を形成し、材料層をエッ
チング処理することにより、形成されても良い。
【０１４７】
　第１の保護層１７０は、例えば、１０ｎｍ～１０μｍの範囲の厚さを有しても良い。ま
た、第２の保護層１７１は、例えば、１００ｎｍ～１０ｍｍの範囲の厚さを有しても良い
。
【０１４８】
　（工程Ｓ２３０）
　次に、ガラス板１１０の第１の主表面１１２がエッチング処理される（第１のエッチン
グ処理）。第１のエッチング処理は、例えば、ガラス板１１０を第１のエッチング溶液に
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浸漬させることにより、実施されても良い。
【０１４９】
　第１のエッチング溶液は、フッ酸を含む溶液であっても良い。
【０１５０】
　図１８には、第１のエッチング処理後のガラス板１１０の断面形態を模式的に示す。
【０１５１】
　図１８に示すように、第１のエッチング処理により、ガラス板１１０の第１の主表面１
１２において、第１の保護層１７０で被覆されていない部分がエッチングされる。例えば
、ガラス板１１０の第１の主表面１１２のうち、第１の保護層１７０で被覆されていない
部分は、エッチング主表面１１２ａとなる。
【０１５２】
　ここで、図１８に示すように、第１のエッチング処理後に得られるエッチング主表面１
１２ａは、元の第１の主表面１１２に比べて、高さレベル（破線で示されている）が低下
する。その結果、ガラス板１１０のエッチング主表面１１２ａに、第１の保護層１７０で
覆われたメサ１２０が形成される。
【０１５３】
　一方、ガラス板１１０の第２の主表面１１４は、第２の保護層１７１で予め被覆されて
いるため、この工程Ｓ２３０を実施しても、第２の主表面１１４は、エッチングされない
。従って、第２の製造方法では、ガラス板１１０の第２の主表面１１４の二乗平均粗さＲ
ｍｓおよび平坦度ＴＩＲを、第１のエッチング処理後にも所定の範囲に維持することが可
能となる。
【０１５４】
　（工程Ｓ２４０）
　次に、図１９に示すように、ガラス板１１０の第２の主表面１１４の略中央に、凹部１
４５が形成される。凹部１４５は、後述する工程Ｓ２５０の後にザグリとなる。換言すれ
ば、凹部１４５は、後にこの部分がザグリを構成するように、形状および寸法が定められ
る。
【０１５５】
　凹部１４５は、底面１４７と、該底面１４７を取り囲む側壁１４９とを有する。通常の
場合、凹部１４５は、略円柱状または略四角柱状の形状を有する。
【０１５６】
　前述のように、凹部１４５は、例えば、ガラス板１１０の第２の主表面１１４を研削処
理し、さらに研磨処理することにより形成される。
【０１５７】
　なお、図１９には示されていないが、凹部１４５は、第２の主表面１１４の開口部、す
なわち第２の主表面１１４と側壁１４９の交差部に、Ｃ面取り部を有しても良い。また、
凹部１４５は、底面１４７と側壁１４９の交差部に、Ｒ面取り部を有しても良い。
【０１５８】
　（工程Ｓ２５０）
　次に、ガラス板１１０が第２のエッチング溶液に浸漬され、エッチング処理される（第
２のエッチング処理）。
【０１５９】
　なお、第２のエッチング処理の前に、図２０に示すように、ガラス板１１０の第１の主
表面１１２（正確には、エッチング主表面１１２ａ）に、第３の保護層１７２を設置して
も良い。
【０１６０】
　第３の保護層１７２は、第１の保護層１７０が第２のエッチング工程で使用される第２
のエッチング溶液に対して耐性を有さない場合、図２０に示すように、第１の保護層１７
０を覆うように設置されても良い。あるいは、第１の保護層１７０が第２のエッチング溶
液に対して耐性を有する場合、第３の保護層１７２は、第１の保護層１７０とは重ならな
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いようにして、第１の主表面１１２に設置されても良い。
【０１６１】
　第３の保護層１７２を構成する材料は、第２のエッチング工程の際にガラス板１１０を
保護することができる材料である限り、特に限られない。
【０１６２】
　第３の保護層１７２は、例えば、第１の保護層１７０または第２の保護層１７１と同様
の材料で構成されても良い。また、第３の保護層１７２は、単層であっても、複数の層で
構成されても良い。
【０１６３】
　第３の保護層１７２は、前述の第１の保護層１７０または第２の保護層１７１と同様の
方法により形成されても良い。
【０１６４】
　第３の保護層１７２の水平部の厚さは、特に限られないが、例えば、２０ｎｍ～１００
μｍの範囲である。
【０１６５】
　ガラス板１１０のエッチング主表面１１２ａに第３の保護層１７２を設置することによ
り、エッチング主表面１１２ａが第２のエッチング溶液によってエッチングされることを
回避することができる。
【０１６６】
　次に、図２１に示すように、ガラス板１１０が第２のエッチング溶液１４１に浸漬され
、露出部がエッチング処理される。例えば、第２の主表面１１４に形成された凹部１４５
がエッチング処理される。
【０１６７】
　第２のエッチング処理により、図２２に示すように、凹部１４５の底面１４７は、エッ
チング底面１４７ａとなり、側壁１４９は、エッチング側壁１４９ａとなる。
【０１６８】
　これにより、凹部１４５がザグリ１５０となる。すなわち、ガラス板１１０の第２の主
表面１１４に、エッチング底面１４７ａおよびエッチング側壁１４９ａを有するザグリ１
５０が得られる。
【０１６９】
　第２のエッチング処理における凹部１４５の底面１４７のエッチング量は、特に限られ
ないが、例えば、３ｎｍ～６０μｍの範囲であっても良い。エッチング量が３ｎｍを下回
ると、工程Ｓ２４０においてガラス板１１０に付着した異物が十分に除去できない場合が
ある。また、エッチング量が６０μｍを超えると、ザグリ１５０のエッチング底面１４７
ａの荒れが無視できなくなるおそれがある。
【０１７０】
　次に、図２３に示すように、第１の保護層１７０および第３の保護層１７２が除去され
る。なお、この段階において、第２の保護層１７１は、ガラス加工基板１６０から除去し
ても、除去しなくても良い。
【０１７１】
　特に、第２の保護層１７１が金属で構成される場合、そのような第２の保護層１７１は
、ガラス加工基板１６０、さらにはこれから得られるマスクブランクスまたはインプリン
トモールドをステージ等に保持する際に、静電チャック用の膜として利用することができ
る。
【０１７２】
　以上の工程により、ガラス板１１０のエッチング主表面１１２ａに、突出面１２２およ
び側面１２４を有するメサ１２０が得られるとともに、ガラス板１１０の第２の主表面１
１４に、ザグリ１５０が得られる。
【０１７３】
　その結果、メサ１２０およびザグリ１５０を有するガラス加工基板１６０が製造される
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。
【０１７４】
　その後、必要な場合、得られたガラス加工基板１６０において、少なくともメサ１２０
の突出面１２２を覆うように、導電膜を設置しても良い。これにより、インプリント用の
マスクブランクスが製造される。
【０１７５】
　あるいは、メサ１２０の突出面１２２に、所望のパターンを形成しても良い。これによ
り、インプリントモールドが製造される。
【０１７６】
　このような第２の製造方法では、工程Ｓ２３０の第１のエッチング処理および工程Ｓ２
６０の第２のエッチング処理のいずれにおいても、凹部１４５を除く第２の主表面１１４
は、エッチングされない。そのため、第２の製造方法では、ガラス板１１０の第２の主表
面１１４の二乗平均粗さＲｍｓおよび平坦度ＴＩＲを所望の値に維持することが可能とな
る。
【０１７７】
　従って、第２の製造方法で製造されるガラス加工基板をインプリントモールドとして適
用した場合、ステージとの真空吸着の際にメサに異常変形が生じるという問題を、有意に
抑制することができる。
【０１７８】
　また、第２の製造方法では、前述のように、凹部１４５を形成する際に生じた異物は、
工程Ｓ２６０における第２のエッチング処理により除去される。このため、残留異物によ
って、製造されるガラス加工基板、さらにはマスクブランクスおよびインプリントモール
ドが、その後の工程で損傷を受けるという問題を有意に軽減または回避することが可能と
なる。さらに、インプリントプロセス中にインプリントモールドから残留異物が脱落して
、被加工基板の品質が低下するという問題も、有意に軽減または回避することが可能とな
る。
【０１７９】
　以上、図１６～図２３を参照して、第２の製造方法について説明した。しかしながら、
以上の記載は、単なる一例に過ぎず、いくつかのまたは全ての工程において、修正または
変更等がなされても良い。
【０１８０】
　例えば、前述の工程Ｓ２２０では、第２の保護層１７１は、ガラス板１１０の第２の主
表面１１４全体を覆うように設置される。しかしながら、この工程において、第２の保護
層１７１は、後に凹部１４５（すなわちザグリ１５０）が形成される部分を覆わないよう
にして、第２の主表面１１４に設置されても良い。
【０１８１】
　この場合、工程Ｓ２３０後に、ガラス板１１０の第２の主表面１１４に、マーキングパ
ターン（くぼみ）を形成することができる。その後工程Ｓ２４０において、このくぼみを
目安に、第２の主表面１１４に凹部１４５を形成することにより、後に得られるメサ１２
０とザグリ１５０の中心線を、容易に一致させることが可能となる。
【０１８２】
　また、工程Ｓ２２０において、第２の保護層１７１は、さらに、ガラス板１１０の側端
面１１６にも設置されても良い。同様に、工程Ｓ２５０において、第３の保護層１７２は
、ガラス板１１０の側端面１１６にも設置されても良い。
【０１８３】
　さらに、前記第２の製造方法では、工程Ｓ２５０における第２のエッチング処理の前に
、ガラス板１１０のエッチング主表面１１２ａが第３の保護層１７２で保護される。しか
しながら、この第３の保護層１７２の設置は、必ずしも必要ではない。
【０１８４】
　すなわち、工程Ｓ２５０における第２のエッチング処理によって、ガラス板１１０のエ
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ッチング主表面１１２ａがさらにエッチングされても良い。この場合、例えば、工程Ｓ２
３０における第１のエッチング処理、および工程Ｓ２５０における第２のエッチング処理
におけるガラス板１１０の第１の主表面１１２のエッチング量を予め把握しておけば、両
方のエッチング処理の後に、所定の高さのメサ１２０を得ることができる。
【０１８５】
　この他にも各種変更および修正が可能である。
【０１８６】
　（本発明の一実施形態によるガラス加工基板）
　次に、図２４を参照して、本発明の一実施形態によるガラス加工基板の一構成例につい
て説明する。
【０１８７】
　図２４には、本発明の一実施形態によるガラス加工基板（以下、「第１のガラス加工基
板」と称する）の断面を模式的に示す。図２４に示すように、第１のガラス加工基板２０
０は、ガラス板２１０で構成される。
【０１８８】
　ガラス板２１０は、相互に対向する第１の主表面２１２および第２の主表面２１４と、
両主表面２１２、２１４を接続する側端面２１６とを有する。ガラス板２１０の第１の主
表面２１２の略中央部には、メサ２２０が形成されており、ガラス板２１０の第２の主表
面２１４の略中央部には、ザグリ２５０が形成されている。
【０１８９】
　メサ２２０は、突出面２２２と、該突出面２２２を取り囲む側面２２４とで構成される
。一方、ザグリ２５０は、ザグリ底面２４７と、該ザグリ底面２４７を取り囲むザグリ側
壁２４９とで構成される。
【０１９０】
　ザグリ２５０とメサ２２０の中心軸は、実質的に一致する。
【０１９１】
　なお、図２４には示されていないが、第１のガラス加工基板２００は、さらに、第１の
主表面２１２の側に、導電膜を有しても良い。
【０１９２】
　以下、第１のガラス加工基板２００の各部分について、より詳しく説明する。
【０１９３】
　（ガラス板２１０）
　ガラス板２１０の組成は、特に限られない。例えば、ガラス板２１０は、ＳｉＯ２を９
０質量％以上含む石英ガラスであっても良い。石英ガラスは、一般的なソーダライムガラ
スに比べて、紫外線の透過率が高いという特徴を有する。また、石英ガラスは、一般的な
ソーダライムガラスに比べて、熱膨張率が小さく、温度変化による凹凸パターンの寸法変
化が小さいという特徴を有する。
【０１９４】
　ガラス板２１０が石英ガラスで構成される場合、石英ガラスは、ＳｉＯ２の他に、Ｔｉ
Ｏ２含んでも良い。ＴｉＯ２含有量が多いほど、ガラス板２１０の表面のＯＨ基の密度が
大きくなり、転写材との親和性が高くなる。
【０１９５】
　例えば、石英ガラスは、ＳｉＯ２を９０～９８質量％、ＴｉＯ２を２～１０質量％含ん
でも良い。ＴｉＯ２含有量が２～１０質量％であると、室温付近での熱膨張率が略ゼロで
あり、室温付近での寸法変化がほとんど生じない。
【０１９６】
　石英ガラスは、ＳｉＯ２およびＴｉＯ２以外の微量成分を含んでも良いが、微量成分を
含まないことが好ましい。
【０１９７】
　ガラス板２１０の形状および寸法は、特に限られない。ガラス板２１０は、例えば矩形
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状であっても良い。ガラス板２１０は、例えば、１５２ｍｍ×１５２ｍｍの正方形状であ
っても良い。また、ガラス板２１０は、例えば、２．２ｍｍ～１２．７ｍｍの範囲の厚さ
を有しても良い。
【０１９８】
　ガラス板２１０の第１の主表面２１２（メサ２２０を除く。以下同じ）は、０．０１ｎ
ｍ～１ｎｍの範囲の二乗平均粗さＲｍｓを有しても良い。また、ガラス板２１０の第１の
主表面２１２は、０．０３μｍ～１５００μｍの範囲の平坦度ＴＩＲを有しても良い。
【０１９９】
　一方、ガラス板２１０の第２の主表面２１４（ザグリ２５０を除く。以下同じ）は、０
．０３ｎｍ以下の二乗平均粗さＲｍｓを有しても良い。また、ガラス板２１０の第２の主
表面２１４は、１．５μｍ未満の平坦度ＴＩＲ、例えば１．０μｍ以下の平坦度ＴＩＲを
有しても良い。
【０２００】
　ここで規定されるガラス板２１０の第２の主表面２１４の平坦度ＴＩＲは、１５２ｍｍ
×１５２ｍｍの寸法のガラス板における第２の主表面２１４のうち、周囲の５ｍｍの幅の
領域、および中心から直径６６ｍｍφの領域を除いた部分において測定される平坦度ＴＩ
Ｒを意味する。
【０２０１】
　（メサ２２０）
　メサ２２０は、突出面２２２および側面２２４を有するように構成される。メサ２２０
の形状は、特に限られない。メサ２２０は、例えば、略円柱状、略四角柱状などの形状を
有しても良い。
【０２０２】
　メサ２２０の突出面２２２の寸法は、特に限られない。例えば、メサ２２０の突出面２
２２が矩形状に形成される場合、突出面２２２は、縦１０ｍｍ～５５ｍｍ×横１０ｍｍ～
１０５ｍｍの寸法を有しても良い。
【０２０３】
　メサ２２０の高さ、すなわち側面２２４の高さは、例えば、１０ｎｍ～５０μｍの範囲
である。
【０２０４】
　メサ２２０の突出面２２２は、二乗平均粗さＲｍｓが０．００１ｎｍ～０．０３ｎｍ、
平坦度ＴＩＲが０.０１μｍ～０．１μｍの範囲であっても良い。
【０２０５】
　ここで、メサ２２０の突出面２２２の平坦度ＴＩＲは、２６ｍｍ×３３ｍｍの寸法の突
出面のうち、周囲１ｍｍの幅の領域を除いた部分における２４ｍｍ×３１ｍｍの領域を最
小二乗平面の基準としたときの値である。
【０２０６】
　（ザグリ２５０）
　ザグリ２５０は、ザグリ底面２４７およびザグリ側壁２４９を有するように構成される
。ザグリ２５０の形状は、特に限られない。ザグリ２５０は、例えば、略円柱状、略四角
柱状などの形状を有しても良い。
【０２０７】
　ザグリ２５０が略円柱状の形態を有する場合、ザグリ底面２４７の直径は、６０ｍｍ～
１１６ｍｍの範囲であっても良い。一方、ザグリ２５０の深さ、すなわちザグリ側壁２４
９の高さは、例えば、３ｍｍ～６ｍｍの範囲である。
【０２０８】
　ザグリ２５０のザグリ底面２４７は、ガラス板２１０の第２の主表面２１４よりも大き
な二乗平均粗さＲｍｓを有する。例えば、ザグリ２５０のザグリ底面２４７は、二乗平均
粗さＲｍｓが０．０３ｎｍ～１ｎｍの範囲であっても良い。
【０２０９】
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　同様に、ザグリ２５０のザグリ側壁２４９は、二乗平均粗さＲｍｓが０．００１ｎｍ～
１ｎｍの範囲であっても良い。
【０２１０】
　また、ザグリ２５０は、第２の主表面２１４の開口部に、Ｃ面取り部を有しても良い。
この場合、Ｃ面取り部の二乗平均粗さＲｍｓは、０．００１ｎｍ～１ｎｍの範囲であって
も良い。
【０２１１】
　さらに、ザグリ２５０は、ザグリ底面２４７とザグリ側壁２４９の交差部に、Ｒ面取り
部を有しても良い。
【０２１２】
　（導電膜）
　図２４には示されていないが、第１のガラス加工基板２００は、さらに、ガラス板２１
０の第１の主表面２１２の側に、導電膜を有しても良い。
【０２１３】
　そのような導電膜は、例えば、メサ２２０（の突出面２２２）のみを覆うように設置さ
れても良く、あるいはメサ２２０（の突出面２２２）と第１の主表面２１２の全体を覆う
ように配置されても良い。
【０２１４】
　導電膜としては、例えば、前述の第１の保護層に使用されるような材料を使用しても良
い。例えば、導電膜は、クロムを含む材料、モリブデンを含む材料、および／またはタン
タルを含む材料などを含んでも良い。
【０２１５】
　導電膜は、例えば、スパッタ法、蒸着法、化学気相成膜（ＣＶＤ）法、または原子層成
膜（ＡＬＤ）法などの成膜方法により形成されても良い。
【０２１６】
　（特徴）
　第１のガラス加工基板１００は、ザグリ２５０が形成された領域を除く第２の主表面２
１４の二乗平均粗さＲｍｓが、ザグリ底面２４７の二乗平均粗さＲｍｓよりも小さいと言
う特徴を有する。
【０２１７】
　このような特徴を有する第１のガラス加工基板１００をインプリントモールドに適用し
た場合、前述のような、ステージとの真空吸着の際にメサに異常変形が生じるという問題
を、有意に抑制することができる。
【実施例】
【０２１８】
　次に、本発明の実施例について説明する。
【０２１９】
　（実施例１）
　前述の第１の製造方法により、ガラス加工基板を製造した。具体的には、以下の工程を
実施した。
【０２２０】
　（凹部の形成）
　まず、ガラス板を準備した。ガラス板には、縦１５２ｍｍ×横１５２ｍｍの石英ガラス
を使用した。ガラス板の２つの主表面における二乗平均粗さＲｍｓは、０．０３ｎｍであ
った。また、各主表面における平坦度ＴＩＲは、１．０μｍであった。
【０２２１】
　次に、ガラス板の第２の主表面の略中央部分を研削および研磨し、第２の主表面の中央
部に、直径６４ｍｍφの略円形状のザグリを形成した。ザグリの深さは、約５．２５ｍｍ
である。その後、ザグリの側壁と第２の主表面の間の部分をＣ面取りした（Ｃ＝０．４ｍ
ｍ）。また、ザグリの側壁と底面の間の部分をＲ面取りした（Ｒ＝１．０ｍｍ）。
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【０２２２】
　以上の工程で得られたガラス板を、特に「サンプル１－１」と称する。
【０２２３】
　（メサの形成）
　次に、サンプル１－１の第１の主表面の略中央部分（縦２６ｍｍ×横３３ｍｍの領域）
に、第１の保護層を設置した。
【０２２４】
　第１の保護層は、前述の図９～図１１に示したような、レジスト層のパターン処理とエ
ッチング処理を組み合わせた方法により形成した。
【０２２５】
　第１の保護層は、ガラス板に近い側から、酸化クロム層（３０ｎｍ）、金属クロム層（
１００ｎｍ）、および酸化クロム層（５０ｎｍ）の、３層構造とした。各層は、スパッタ
法により成膜した。
【０２２６】
　次に、ガラス板の第２の主表面の凹部を除く領域に、スパッタ法により、第２の保護層
を設置した。第２の保護層は、窒化クロム層とし、厚さは２５０ｎｍとした。
【０２２７】
　次に、ガラス板を、室温のエッチング溶液中に、５００分間浸漬した。エッチング溶液
は、２０ｍａｓｓ％のフッ酸溶液とした。
【０２２８】
　エッチング処理後に、エッチング溶液からガラス板を取り出した。その後、第１および
第２の保護層を除去した。
【０２２９】
　これにより、第１の主表面にメサを有し、第２の主表面にザグリを有するガラス加工基
板（以下、「サンプル１－２」と称する）が得られた。サンプル１－２において、メサの
寸法は、縦２６ｍｍ×横３３ｍｍ×高さ３０μｍであった。ザグリの寸法は、直径６４ｍ
ｍφ×深さ５．２５ｍｍであった。
【０２３０】
　（評価）
　前述のようにして得られたサンプル１－１およびサンプル１－２を用いて、以下の評価
を実施した。
【０２３１】
　（表面粗さ測定）
　各サンプルにおいて、第２の主表面およびザグリの各位置における表面粗さを測定した
。測定には、走査型白色干渉計（Ｚｙｇｏ社製）使用した。
【０２３２】
　図２５～図２８には、サンプル１－１およびサンプル１－２における表面粗さの測定位
置を概略的に示す。これらの図には、各サンプルの第２の主表面側の平面図が示されてい
る。
【０２３３】
　図２５には、サンプルの第２の主表面における表面粗さの測定位置を示す。また、図２
６には、サンプルのザグリの底面における表面粗さの測定位置を示す。また、図２７には
、サンプルのザグリの側壁における表面粗さの測定位置を示す。さらに、図２８には、サ
ンプルのザグリのＣ面取り部における表面粗さの測定位置を示す。
【０２３４】
　図２５に示すように、サンプルの第２の主表面における表面粗さは、第２の主表面の中
心座標を（０，０）としたとき、Ｐ１（０，５５ｍｍ）、Ｐ２（５５ｍｍ，０）、Ｐ３（
０，－５５ｍｍ）およびＰ４（－５５ｍｍ，０）の４箇所で測定した。
【０２３５】
　これらの４箇所において、０．１４ｍｍ×０．１１ｍｍの領域における二乗平均粗さＲ
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ｍｓを測定した。また、４つの値を平均して得られる値を、「第１の表面粗さＲｍｓ（１
）」とした。
【０２３６】
　図２６に示すように、サンプルのザグリの底面における表面粗さの測定は、第２の主表
面の中心座標を（０，０）としたとき、Ｑ１（０，２０ｍｍ）、Ｑ２（２０ｍｍ，０）、
Ｑ３（０，－２０ｍｍ）およびＱ４（－２０ｍｍ，０）の４箇所で測定した。
【０２３７】
　これらの４箇所において、０．１４ｍｍ×０．１１ｍｍの領域における二乗平均粗さＲ
ｍｓを測定した。また、４つの値を平均して得られる値を、「第２の表面粗さＲｍｓ（２
）」とした。
【０２３８】
　図２７に示すように、サンプルのザグリの側壁における表面粗さの測定は、第２の主表
面の上面視、Ｒ１（０時）、Ｒ２（３時）、Ｒ３（６時）およびＲ４（９時）の４箇所で
測定した。側壁の測定箇所の高さ位置は、ザグリの深さの略１／２の位置である。
【０２３９】
　これらの４箇所において、０．１４ｍｍ×０．１１ｍｍの領域における二乗平均粗さＲ
ｍｓを測定した。また、４つの値を平均して得られる値を、「第３の表面粗さＲｍｓ（３
）」とした。
【０２４０】
　図２８に示すように、サンプルのザグリのＣ面取り部における表面粗さの測定は、第２
の主表面の中心座標を（０，０）としたとき、Ｓ１（０，３２ｍｍ）、Ｓ２（３２ｍｍ，
０）、Ｓ３（０，－３２ｍｍ）およびＳ４（－３２ｍｍ，０）の４箇所で測定した。
【０２４１】
　これらの４箇所において、０．１４ｍｍ×０．１１ｍｍの領域における二乗平均粗さＲ
ｍｓを測定した。また、４つの値を平均して得られる値を、「第４の表面粗さＲｍｓ（４
）」とした。
【０２４２】
　以下の表１には、サンプル１－１およびサンプル１－２において得られた測定結果をま
とめて示す。
【０２４３】
【表１】

　この結果から、サンプル１－１とサンプル１－２の間で、ザグリの底面の第２の表面粗
さＲｍｓ（２）、ザグリの側壁の第３の表面粗さＲｍｓ（３）、およびザグリのＣ面取り
部の第４の表面粗さＲｍｓ（４）に、差が生じていることがわかる。一方、サンプル１－
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１とサンプル１－２の間で、第２の主表面の第１の表面粗さＲｍｓ（１）には、差が生じ
ていないことがわかる。
【０２４４】
　また、サンプル１－２における第１の表面粗さＲｍｓ（１）と第２の表面粗さＲｍｓ（
２）の比較から、第２の主表面（ザグリを除く）の二乗平均粗さは、ザグリの底面の二乗
平均粗さよりも有意に小さいことが確認された。
【０２４５】
　（平坦度ＴＩＲ測定）
　各サンプルにおいて、第２の主表面の平坦度ＴＩＲを測定した。平坦度ＴＩＲの測定に
は、斜入射平面度測定機（Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｔｒｏｐｅｌ社製）を使用した。また、平坦
度ＴＩＲは、４つの測定対象領域において評価した。
【０２４６】
　図２９～図３２には、第２の主表面における平坦度ＴＩＲの測定対象領域を模式的に示
す。これらの図には、各サンプルの第２の主表面側の平面図が示されている。
【０２４７】
　図２９には、サンプルの第２の主表面３１４における、第１の測定対象領域３８１が示
されている。第１の測定対象領域３８１は、縦１５２ｍｍ×横１５２ｍｍのサンプルの第
２の主表面３１４のうち、周囲の５ｍｍの幅の領域、および中心から直径６６ｍｍφの領
域を除いた部分、すなわち、図２９において、斜線で示されている領域である。
【０２４８】
　第１の測定対象領域３８１において得られた平坦度ＴＩＲを、「第１の平坦度」と称す
る。
【０２４９】
　図３０には、サンプルの第２の主表面における、第２の測定対象領域が示されている。
第２の測定対象領域３８２は、縦１５２ｍｍ×横１５２ｍｍのサンプルの第２の主表面３
１４のうち、中心から直径１１６ｍｍφの円と、中心から直径６６ｍｍφの円との間の領
域、すなわち、図３０において、斜線で示されている領域である。
【０２５０】
　第２の測定対象領域３８２において得られた平坦度ＴＩＲを、「第２の平坦度」と称す
る。
【０２５１】
　図３１には、サンプルの第３の主表面における、第３の測定対象領域が示されている。
第３の測定対象領域３８３は、縦１５２ｍｍ×横１５２ｍｍのサンプルの第２の主表面３
１４のうち、中心から直径８６ｍｍφの円と、中心から直径６６ｍｍφの円との間の領域
、すなわち、図３１において、斜線で示されている領域である。
【０２５２】
　第３の測定対象領域３８３において得られた平坦度ＴＩＲを、「第３の平坦度」と称す
る。
【０２５３】
　図３２には、サンプルの第４の主表面における、第４の測定対象領域が示されている。
第４の測定対象領域３８４は、縦１５２ｍｍ×横１５２ｍｍのサンプルの第２の主表面３
１４のうち、中心から直径１４２ｍｍφの円と、中心から直径１１６ｍｍφの円との間の
領域、すなわち、図３２において、斜線で示されている領域である。
【０２５４】
　第４の測定対象領域３８４において得られた平坦度ＴＩＲを、「第４の平坦度」と称す
る。
【０２５５】
　以下の表２には、サンプル１－１およびサンプル１－２において得られた平坦度ＴＩＲ
測定結果をまとめて示す。
【０２５６】
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【表２】

　この結果から、サンプル１－１とサンプル１－２の間で、第１～第４の平坦度のいずれ
においても、有意な差異が生じていないことがわかる。このように、第２の主表面（ザグ
リを除く）の平坦度ＴＩＲは、エッチング前後で変化しておらず、有意に小さな平坦度Ｔ
ＩＲが維持されていることが確認された。
【０２５７】
　（光学特性の評価）
　サンプル１－２において、第２の主表面およびザグリの底面の光沢度、ヘーズ、写像性
、ならびにピーク反射率を測定した。
【０２５８】
　このうち、光沢度は、ＩＳＯ２８１３に基づき、２０゜の入射角で入射される光の反射
光量から評価した。また、ヘーズは、ＩＳＯ　１３８０３に基づき測定した。また、写像
性は、ＡＳＴＭ　Ｄ５７６７に基づいて測定した。さらに、ピーク反射率は、２０゜±０
．００９９０５゜の入射角で入射される光の反射光量から評価した。
【０２５９】
　これらの指標は、いずれも、オールインワン光沢計（Ｒｈｏｐｏｉｎｔ社製）を用いて
測定した。
【０２６０】
　以下の表３には、サンプル１－２において得られた測定結果をまとめて示す。
【０２６１】
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【表３】

　（残留異物の評価）
　サンプル１－２において、ザグリの各部分をＳＥＭで観察し、ザグリにおける残留異物
の有無について評価を行った。
【０２６２】
　まず、サンプル１－２から、ザグリの底面、側面、Ｃ面取り部分、およびＲ面取り部分
の各部分を切断採取した。なお、切断処理中にサンプルに異物が付着することを回避する
ため、切断は、クラス１００の清浄度環境下で、ＨＥＰＡフィルタを介した風速１．５ｍ
／秒以上の空気をサンプルに送風しながら実施した。
【０２６３】
　観察は、採取された各部分において、それぞれ１０箇所ずつ実施した。
【０２６４】
　その結果、いずれの部分にも、異物は観測されなかった。（すなわち、異物の合計数＝
０）。
【０２６５】
　以上の評価結果から、サンプル１－２の第２の主表面（ザグリを除く）は、小さな二乗
平均粗さＲｍｓを有するとともに、サンプル１－２のザグリには、ガラス屑が残存してい
ないことが確認された。従って、このようなサンプル１－２をインプリントモールドに使
用した場合、従来のようなメサの異常変形の問題、および品質低下の問題が有意に改善さ
れるものと予想される。
【０２６６】
　（比較例１）
　前述の実施例１と同様の方法により、ガラス加工基板を製造した。
【０２６７】
　ただし、この比較例１では、前述の（メサの形成）におけるエッチング処理の前に、ガ
ラス板の第２の主表面に第２の保護層を設置しなかった。すなわち、第２の主表面を露出
させたまま、エッチング処理を実施した。
【０２６８】
　前述の（凹部の形成）の段階後に得られたガラス板を、特に「サンプル２－１」と称す
る。また、前述の（メサの形成）の段階後に得られたガラス加工基板を、特に「サンプル
２－２」と称する。
【０２６９】
　得られたサンプル２－１およびサンプル２－２を用いて、前述のような評価を実施した
。
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【０２７０】
　以下の表４には、サンプル２－１およびサンプル２－２において得られた、表面粗さ測
定の結果をまとめて示す。
【０２７１】
【表４】

　この結果から、第１の表面粗さＲｍｓ（１）～第４の表面粗さＲｍｓ（４）のいずれに
おいても、サンプル２－２における値は、サンプル２－１における値よりも上昇している
ことがわかる。特に、エッチング処理によって、第２の主表面の表面粗さＲｍｓ（１）が
大きくなっていることがわかる。
【０２７２】
　次に、以下の表５には、サンプル２－１およびサンプル２－２において得られた、平坦
度ＴＩＲ測定結果をまとめて示す。
【０２７３】
【表５】

　この結果から、サンプル２－２では、第１～第４の平坦度のいずれにおいても、サンプ
ル２－１における第１～第４の平坦度よりも大きくなっていることがわかる。
【０２７４】
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　次に、以下の表６には、サンプル２－２において得られた各種光学特性の測定結果をま
とめて示す。
【０２７５】
【表６】

　このように、サンプル２－１のエッチング処理により、第２の主表面（ザグリを除く）
の二乗平均粗さおよび平坦度ＴＩＲが上昇することが確認された。
【０２７６】
　（比較例２）
　以下の方法で、ザグリを有するガラス板を製造した。
【０２７７】
　ガラス板には、例１で示したものを使用した。
【０２７８】
　前述の例１の場合と同様の方法により、ガラス板の第２の主表面の略中央部分を研削お
よび研磨した。これにより、第２の主表面の中央部に、直径６４ｍｍφ、深さ５．２５ｍ
ｍの略円形状のザグリを有するガラス板が得られた。
【０２７９】
　その後、ザグリの側壁と第２の主表面の間の部分をＣ面取りした（Ｃ＝０．４ｍｍ）。
また、ザグリの側壁と底面の間の部分をＲ面取りした（Ｒ＝１．０ｍｍ）。
【０２８０】
　以上の工程で得られたガラス板を、特に「サンプル３－１」と称する。
【０２８１】
　（残留異物の評価）
　サンプル３－１において、前述の例１に示したような方法により、ザグリの各部分をＳ
ＥＭで観察し、ザグリにおける残留異物の有無について評価を行った。
【０２８２】
　その結果、各部分から、合計１１個の異物が観測された。
【０２８３】
　このように、エッチング工程を経ていないザグリを有するガラス板では、ザグリにガラ
ス屑などの異物が存在することが確認された。
【符号の説明】
【０２８４】
　１　インプリントモールド、１０　ガラス板、１２　第１の主表面、１２ａ　第１のエ
ッチング主表面、１４　第２の主表面、１４ａ　第２のエッチング主表面、２０　メサ、
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２２　突出面、２４　側面、３０　金属層、３０ａ　残留金属層、３２　レジスト層、３
２ａ　残留レジスト層、３５　残存部、４０　エッチング溶液、５０　ザグリ、６０　ガ
ラス加工基板、８０　パターン、９０　被加工基板、９２　表面、９４　転写材、１１０
　ガラス板、１１２　第１の主表面、１１２ａ　エッチング主表面、１１４　第２の主表
面、１１６　側端面、１２０　メサ、１２２　突出面、１２４　側面、１３０　第１の保
護層、１３０ａ　残留保護層、１３１　第２の保護層、１３２　レジスト層、１３２ａ　
残留レジスト層、１３５　残存部、１４０　エッチング溶液、１４１　第２のエッチング
溶液、１４５　凹部、１４７　底面、１４７ａ　エッチング底面、１４９　側壁、１４９
ａ　エッチング側壁、１５０　ザグリ、１６０　ガラス加工基板、１７０　第１の保護層
、１７１　第２の保護層、１７２　第３の保護層、２００　第１のガラス加工基板、２１
０　ガラス板、２１２　第１の主表面、２１４　第２の主表面、２１６　側端面、２２０
　メサ、２２２　突出面、２２４　側面、２４７　ザグリ底面、２４９　ザグリ側壁、２
５０　ザグリ、３１４　サンプルの第２の主表面、３８１　第１の測定対象領域、３８２
　第２の測定対象領域、３８３　第３の測定対象領域、３８４　第４の測定対象領域。
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